BFQ 22

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitband- und Antennenverstdrker

-

Mechanische Daten:

Geh&use: Metall, JEDEC TO-72.
18 A 4 DIN 41 876

Der AnschluB s ist mit dem ép?

Gehduse leitend verbunden. <?

Mafangaben in mm. 20,51
max

— %
§3max 127::?1-

VX 720276

Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 15 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 12 v
Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz IC M = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei 9 < 65% P . =max. 150 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 200 °cC
Transit-Frequenz

bei UCE f 5V, IC = 30 mA fT = 5 GHz
Erzielbare Leistungsverstdrkung

bei UCE =51V, IC = 30 mA, f = 500 MHz Vp opt= 16,0 dB
Rauschzahl

bei UCE =5V, IC = 2 mA, f = 500 MHz F e 1,9 dB

VALVO TRANSISTOREN 8.79
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BFQ 22

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

)

J max
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 15 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 12 Vv
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 2 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max. 35 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz: I = max. 50 mA
< CM
Gesamtverlustleistung bei %U 2 65%: Ptot = max. 150 mW
Sperrschichttemperaturs: SJ = max. 200 °C
Lagerungstemperatur: 3S = min. -65 °C
8  =max. 200 °C
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 0,9 K/mW
zwischen Sperrschicht und Geh&duse: Rth G < 0,6 K/mW
200 Z 7300363
Ptotmax
(mW)
N
N
NS
100
M,
N
™
\‘
Y .
S0 100 150 9y (*C) 200
8.79 VALVO TRANSISTOREN
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bei 5J =

Kennwerte:
Kollektor-Reststrom
bei IE =0, UCB= 5
Gleichstromverstérkun
bei UCE =5V, IC =
Transit-Frequenz
bei UCE =5V, IC =
Kollektorkapazitdt
bei UCB =5V, I
Emitterkapazitdt
bei UEB =0,5V, I

E

C

Riickwirkungskapazitidt
bei UCE=5V, IC =
Erzielbare Leistungsvi

bei Upp =5V, I, =

und f = 500 MHz, OU
Rauschzahl

bei UCE =5V, IC =

und f = 500 MHz, &

———

1)

U=

250C, sofern nicht anders angegeben

Ve

g
30 mA:

30 mA,
0, £f =1 MHz:
=0, f=

0, f =1 MHz:

erstiarkung 1)
30 mA

= 25%:

2mi, R =R
o g8 g opt
25°C:

)

14

|321e|

Vo opt =
(1-'811e

'2) (1_,822e|2)

CB O

p opt

[[P2N

BFQ 22

50 nA
50 (i 25)

5 GHz
1,1 pF

2,5 pF

0,7 pF
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100 TT]
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8 Ue=5"V
01 =25‘C
75
50
gt
25
0
0 10 20 Ic (mA)
W11
oy =50%¥4H
= z
GHz) L oM Jasec
50 — L
7
2,5
0
0 10 20 30 1. (mA) 40
4
g H
Ce
Te=0
(pF) 15 Mz
15 9,225°C
Py
Py
10 -
05
0
0 5 0 Ugg (V) 15
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BFQ 23

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitband- und Antennenverstirker

-

Mechanische Daten:

Stempelseite ‘
Gehduse: Kunststoff, SO0T-37 ’/
- . I S -1 7
aBangaben in mm. T max
,2‘3: 48 max re— f f

-3

T\JC
} 8,1
51 1,08 min
min  max
i VF 720289
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 15 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —UCE o = max. 12 v
Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz -IC M " = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei 6U é 60°C Ptot = max. 180 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °C
Transit-Frequenz
bei -UCE =51V, —IC = 30 mA fT = 5 GHz
Erzielbare Leistungsverstidrkung
bei -Uep =5V, -I, = 30 mA, £ = 500 MHz Vo opt = 16,5 dB
Rauschzahl
bei --UCE =51V, -IC =2 mA, f = 500 MHz F = 2,4 dB
VALVO TRANSISTOREN 10.79
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BFQ 23

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

J max
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0:
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0:
Kollektorstrom, Mittelwert:

Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz:
Gesamtverlustleistung bei 8U é 60°C: 1)
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Warmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

—UCB 0o = max. 15 Vv
_UCE o = max. 12V
-UEB 0o = max. 2 VvV
-IC AV S max. 35 mA
—Ic M = max. 50 mA
Ptot = max. 180 mW
85 = max. 150 °C
9 = min. -65 °c
3y = max. 150 °C
R £ 0,5 K/uw
th U

1) Transistor auf Glasfaser-Leiterplatte von 40 mm x 25 mm x 1 mm

P‘M max

(mw)

150

100

100

3y (C) 150

10.79 VALVO TRANSISTOREN
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bei §

Kennwerte: T

Kollektor-Reststrom

= 25%

BFQ 23

bei Iy = 0, ~Ugy = 5 Vi “Tggo S 50 m
Gleichstromverstérkung >

bei -UCE =51V, —Ic = 30 mA: B = 20
Transit-Frequenz

bei -UbE =51V, -Ic = 30 mA, fM = 500 MHz: fT = 5 GHz
Kollektorkapazitidt

bei —UCB =51V, Ip =0, f =1 MHz: Cc = 0,8 pF
Emitterkapazitidt

bei -UEB =0,5YV, IC =0, f =1 MHz: Ce = 1,8 pF
Riickwirkungskapazitit

bei _UbE =51V, -IC =2 mA, f = 1 MHz: C12e = 0,8 pF
Erzielbare Leistungsverstirkung 1)

bei -UCE =51V, —Ic = 30 mA, f = 500 MHz: Vp opt = 16,5 dB
Rauschzahl

bei _UbE =51V, --IC = 2 mj, Rg = Rg opt

und f = 500 MHz: F = 2,4 dB
—_—
1 2

) V) opt = ,:21el -

(1'|s11e| ) (1"522e| )
VALVO TRANSISTOREN 10.79
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BFQ 23

75 VET3
11
B ~Ucg = 5V
3 =25°C
28
[V}
0 20 -Ic (mA) 40
V.
MITTTITIT
fr “Uce= 5V
] tm =S00MHz
BHz) 115" <asec
50 = -
A
2,5
0
0 10 20 30 -I¢ (maA) 40
15 VF
' [ 1
Ce 0
(pF) 1MHz
25°C
N
10—
Pl
Pt |
0,5
0
0 10 g V) 20

10.79
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BFQ 24

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXTAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitband- und Antennenverstdrker

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC TO0-72,
18 A 4 DIN 41 876

Der AnschluB s ist mit dem
Gehduse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

20,5
max

=

S3max ¢ 127min
VX 720276

Kurzdaten: .
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 15 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 12 Vv
Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz -Ic M = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei 0U é 65°C Ptot = max. 150 mW
Sperrschichttemperatur eJ = max. 200 °c
Transit-Frequenz

bei —UCE =5V, —IC = 30 mA IT = 5 GHz
Erzielbare Leistungsverstirkung

bei —UCE =5V, —IC = 30 mA, f = 500 MHz VP opt 15,0 dB
Rauschzahl

bei -UCE =5V, —IC = 2 mA, f = 500 MH~ F = 2,4 dB

VALVO TRANSISTOREN 8.79

243



BFQ 24

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

J max
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: _UCB o = max. 15 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0 -UCE o = max. 12V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: -UEB o = max. 2 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert: -IC Ay = Dax. 35 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz: —IC M = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é 65°C: Ptot = max. 150 mW
Sperrschichttemperatur: 6J = max. 200 °C
Lagerungstemperaturs: SS = min. =65 °C
8g = max. 200 °C
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Ry < »9 K/mW
zwischen Sperrschicht und Geh&duse: . Rth G é , K/mW
200 Z 7300363
Ptotmux
(mw)
1
™N
100
~
.
~
0
50 100 150 9y (C) 200
8.79 VALVO TRANSISTOREN
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Kennwerte: bei $J = 2500, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom
bei Iy = 0, Uy =
Gleichstromverstirkung
bei _UCE =51V, —IC = 30 mA: B
Transit-Frequenz

bei —UCE =5V, -IC = 30 mA, f = 500 MHz: £

5 Vs -ICB 0

Kollektorkapazitit

bei -UCB =5V, -IE =0, f =1 MHz: C
Emi tterkapazitat

bei _UEB =0,5V, -Ic =0, f =1 MHz: Ce
Riickwirkungskapazitit

bei ~Upp =5V, I, =0, £ =1 Miz: C

CE 12e

Erzielbare Leistungsverstirkung 1)
bei -Uyp = 5V, ~I, = 30 mA

0
und f = 500 MHz, SU = 25°C: Vb opt

Rauschzahl
bei -UCE
und f = 500 MHz, §

=51V, —IC =2 :A, Rg = Rg opt
25 Cs F

i)

1) 's21e

|2
vp opt = 2 2
(1"511e| ) (1'|822e| )

A

BFQ 24

50

50 (é 20)

15,0

GHz

pF

pF

pF

dB

dB

VALVO TRANSISTOREN
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BFQ 24

7 11 EEEI
5 “Uce=5V
9, = 25°C
N
50 -~
25
0
0 10 20 30 -Ic (mA) 40
VZT300368
PSTTTTI]
f'f 'UCE= 5V
1 fy =500MHz
(CHz) L1 oM 7asec
50 1 —
7
2,5
0
0 10 20 30 -1c (mA) 40
20 11T P
Ce 1g=0 1
f=1MHz
(PF) TR f=1
15 M
Pony
-
10
05
0
0 5 0 U (V) 15
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SILIZIUM - PNP - PLANAR ~ EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitband- und Antennenverstérker

-

Mechanische Daten: Stempelseite ;
B ¥

Gehduse: Kunststoff, SOT-37 T o

max

MaBangaben in mm.

BFQ 32

Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max.
Kollektorstrom, Scheitelwert -Ic M = max.
Gesamtverlustleistung o Ptot = max.
Sperrschichttemperatur 8J = max.
Gleichstromverstirkung >

bei —UCE =10V, -Ic = 50 mA B &
Transit-Frequenz

bei -UCE =10V, -IC = 50 mA fT =
Erzielbare Leistungsverstidrkung

bei —UCE =10V, —IC = 50 mA, f = 500 MHz Vp opt
Rauschzahl

bei —UCE =10 V, -Ic = 50 mA, f = 500 MHz F =
Intermodulationsabstand

bei -UCE =10V, -IC = 50 mA

und f ~ 500 MHz, U2 = 500 mV dIM =

20
15
150
500
175

20

14

3,75

- 60

<

mW

GHz

dB

dB

VALVO TRANSISTOREN
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BFQ 32

Absolute Grenzwerte: (ghltlg bis $J max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 03 _UCB o = max. 20 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: —UCE o = max. 15 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: —UEB o = max. 3 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert: —Ic N max. 75 mA
EKollektorstrom, Scheitelwert bei f > 1 MHz: —IC M = max. 150 mA
Gesamtverlustleistung bei OU é 60°C: 1) Ptot = max. 500 mW
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 175 °C
Lagerungstemperatur: SS = min. -65 °C
SS = max. 175 °C
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rovu = 0,23 K/mW
750 Z 7300038
Ptot max
(mW)
500
N
N
\\\
250 AN
N
0 N
0 50 100 150 9y (°C) 200

1) Transistor auf Glasfaser-Leiterplatte von 40 mm x 25 mm x 1 mm

778 VALVO TRANSISTOREN
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BFQ 32

Kennwerte: bei $U = 25%

Kollektor-Reststrom

A

bei IE = 0, —UCB = 10 V: —ICB 0 100 nA
Gleichstromverstirkung >
bei _UéE =10V, -Ic = 50 mA: B & 20
. 2
bei —UCE =10V, -IC = 75 mA: B = 20
Transit-Frequenz >
bei —UCE =10V, —IC = 50 mA, fM = 500 MHz: = 4,2 (£ 3,6) GHz
. 2
bei —Uop = 10 V, -I, = 75 ma, 1y = 500 MHz: fp = 4,6 (= 4,0) GHz
Kollektorkapazitidt
bei -UCB =10 V, IE =0, £f =1 MHz: Cc = 1,3 pF
Emitterkapazitidt
bei -UEB = 0,5V, IC =0, £f =1 MHz: Ce = 6,0 pF
Riickwirkungskapazitdt <
bei ~Uop = 10 V, -I, = 10 ma, f = 1 MHz: ~Cioe = 1,25 (= 1,4) pF
Erzielbare Leistungsverstirkung )
bei -UCE =10V, -IC = 50 mA, f = 500 MHz: Vp opt 14 dB
Rauschzahl
bei —UCE =10V, —IC = 50 mA, f = 500 MHz
und R =R H F = 3,75 dB
z g opt
Intermodulationsabstand
bei —UCE =10V, —Ic = 50 mA, BL = 75 Q,
gemessen bei f = 493,25 MHz
, (p+a-r) =
mit U = U2 = 500 mV bei f_ = 495,25 MHz,
Uﬁ = U2 - 6dB bei f = 503,25 MHz, .
Ur = U2 - 6dB bei fr = 505,25 MHz: dIM = - 60 dB
1 2
) v _ 1521e|
p opt 2 2
(1-l811el ) (1-'322el )
VALVO TRANSISTOREN 7.78
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BFQ 32

Schaltungsbeispiel fiir Antennenverstirker ( £ = 40...860 MHz )y

gleichzeitig MeBschaltung fiir Intermodulationsabstand:

-

Ausgang

O
75Q

Eingang

750 S5nH
=24V

2pF

I " ' VE710308.1 )

275708 VALVO TRANSISTOREN



BFQ 32

75 T VK 730020
fr ~Uce <10V |
(GHz) l.fmM =500 MHz
¥ =225°C
50
=
25 =
"’ l,
\
0,
() 50 ) 100
75 I [ K 7300204 6 T K 7300205
PIT T
-Ucg =10V G | L 1f =1 MHz
8 3, =25°C (PFIle = 0
9y = 25°C
S0 4
\
25 \
2 N
0 0
0 S0 -Ic (mA) 100 0 0 -Ug (V) 20
VALVO TRANSISTOREN 7.78
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL -

MIEKROWELLEN - TRANSISTOR

Mechanische Daten:

Geh#use: Metall/Keramik,

BFQ 33

S0T-100
MaBangaben in mm.
—+| n265max je—
B
43
33
E /-— E l
] 11
max
— r¢— 2,6 max
0.160
0075 0,6max
— — 1,37max
VZ72027)
Kurzdaten:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung cE o = max. 7V
Kollektorstrom c = max. 20 mA
Gesamtverlustleistung bei ng 80°¢ tot = max. 140 mw
Transit-Frequenz
bei UCE =5V, IC = 14 mA T = 12 GHz
Erzielbare Leistungsverstérkung
bei UCE=5V’ IC=14 mA, £ = 2 GHz Vp opt = 13,7 dB
Rauschzahl
beiUCE=5V,IC=5n;A,f=2GHz F = 2,5 dB

VALVO TRANSISTOREN
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BFQ 33

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB 0
Kollektor-Emitten-Sperrspannung bei IB = 0: UCE 0
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB 0
Kollektorstrom: Ic
Gesamtverlustleistung bei 80 é 80°C: 1) Ptot
Sperrschichttemperatur: SJ
Lagerungstemperatur: &S
sS
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rth U
vZ731288
S
[T1T1
200 Riny=05 K/ImW
Prot max
(mW)
100
0 -
0 50 100 ¥y (*C) 150

= max.

= maxX.

= max.

= maX.

max.
maxe.

min.

Vs
1) Transistor auf Glasfaser-Leiterplatte 40 mm x 25 mm x 1 mm

D N ©

20
140
150

150

L]
ST SERE S

K/mW

23841 VALVO TRANSISTOREN



BFQ 33

(]

Kennwerte: bei 0U =25 C
Kollektor-Reststrom <
bei IE = 0, UCB =5W ICB 0 = 50 nA
Gleichstromverstirkung >
bei UCE =5V, IC = 14 mA: B = 25
Transit-Frequenz
bei UCE =5V, Ic = 14 mA, fH = 1,5 GHz: fT = 12 GHz
Kollektorkapazitidt
bei UCB =5V, IE =0, £f =1 MHz: Cc = 0,45 pF
Riickwirkungskapazitdt .
bei UCE =51V, IC =0, f =1 MHz: Cl2e = 0,2 pF
Erzielbare Leistungsverstirkung 1)
bei UCE =5V, IC = 14 mA, f = 2 GHz: Vp opt = 13,7 dB
bei UCE =5V, Ic = 14 mA, f = 4 GHz: Vh opt 7,4 dB
Rauschzahl
belUCE=5V, Ic=5mA,
R =R und f = 2 GHz: F = 2,5 dB
g g opt
und f = 4 GHz: F = 3,8 dB
8 - Parameter bei UCE =51V, Ic = 14 mA, RL = Rg = 50 Q:
bei Frequenz f = 2 GHz 4 GHz
Eingangs—Reflexionsfaktor: 84 = 0,18 / -155° 0,19 / +171°
Vorwirts-Ubertragungsfaktors: Sp1e = 43/ +75° 2,0 / +48°
Riickwiirts-Ubertragungsfaktor: Sipe = 0,10 / +49° 0,14 / +34°
Ausgangs-Reflexionsfaktors: Sppe = 0,43 / -56° 0,50 / -89°
1 2
) v _ |821el
opt 2 2
P op (1_|511el ) (1‘<|522el )
VALVO TRANSISTOREN 9.8
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150 T /Z 7300841 27300842
et |
955 25°C SENs
B8
- Q ™~
] 4t b N
100 uee %h
[T T I o e [ L 1 ]
- — o+ .
BRENY T I
T
e | NN
50 5 It s ;
SEESEcaan ! ST
i L N
i
!
i 1] TTIT T f
0 i 0 1
(o} 10 le (ma) 20 0 10 Ie  (mA) 20
2 7300
10 11T
[T I
F gCE;5V
(dB) 902 25
;
H -
5 gzl ‘H
- ! -
=
- 7.,, -
grose?
[
oL
0 5 10 Ic (mA) 15
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Eingangsimpedanz
abgeleitet aus Si4e
normiert auf 50 Q,
bei UCE = 5V

Ic = 14 mA

o
0U =25 °C

Vorwérts-

Ubertragungsfaktor 551

bei UCE = 5V
IC = 14 mA

o
8U =25 C

9.81
VALVO TRANSISTOREN 237



BFQ 33

Rilckwdrts- 1289166

ﬂbertragungstaktbf 819e

beiUcE-.- 5V
I, =14 mA

¢ o
OU =25 C

180°

Ausgangsimpedanz
abgeleitet aus s

22e
normiert auf 50 &,

bei UCE = 5V

Ic 14 mA
o
SU =25 C

1 1289%7

29388] VALVO TRANSISTOREN



BFQ 34

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitbandverstérker mit hoher Ausgangsspannung

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall / Keramik
mit Gewindestutzen,

S0T-122
Alle Elektroden-sind vom
Gewindestutzen isoliert. , 1,52
T Tod A8
MaBangaben in mm. 4x 9min 8-32UNC |.9ima: A
C ¥
Drehmoment 28,2 . 65 Keramik
bei Befestigung: 254 ] — T 62 .
= + -
M) = 0,8 % 0,05 Nm B 1 T BeO
(8,0 £ 0,5 kp cm) ;os‘i ' —33 Metall
12
Kithlblech-Bohrung: E I T
_ : 32
¢ = max. 4,2 mm — g,g - _’2'/3
Der Transistor wird mit 7,6 max 58max
Mutter SW 8,6 x 5 mm 28,2 VE 720260
geliefert. ZiL
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung . UCB o = max. 25 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 18 V
Kollektorstrom IC = max. 150 mA
Gesamtverlustleistung bei 8G g 125% Ptot = max. 2,25 W
Sperrschichttemperatur 8J = max. 200 °c
Gleichstromverstdrkung N
bei UCE =15V, IC = 150 mA B & 25
Transit-Frequenz
bei UCE =15V, IC = 150 mA fT = 4 GHz
Ausgangsspannung
bei UCE =15V, IC = 120 mA, f ~ 800 MHz
und -60 dB Intermodulationsabstand U, = 1,2V
VALVO TRANSISTOREN 7.81
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BFQ 34

)

Absolute Grenzwerte: (giilltig bis OJ max

Kollektor-Sperrsﬁ%nnung bei IE = 02 UCB o = max.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 02 UCE o = max.
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max.
Kollektorstrom: Ic = max.
. . < 3 _
Gesamtverlustleistung bei 3G = 125 Cs P, ¢ = max.
Sperrschichttemperatur: 6J = max.
Lagerungstemperatur: 3S = min.
8S = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Gewindestutzen: Rth G
zwischen Gewindestutzen und Kiihlblech: Rth 6/K
200 E 73000751
IC
(mA}
\
100
0 Erlaubter A\
Arbeitsbereich
fir Gleichstrom
GGS 125°C
0
0 10 20 UgelV) 30

25
18

150
2,25

200
-65
150

15
0,6

€E<<<

K/W
K/W

Warnung

giftig ist.

‘Dieses Bauelement enthilt Beryllium-Oxid (Be0O), das in fein verteilter Form

Bei bestimmungsgemdBer Verwendung des Bauelements entstehen keine Gefahren.
Ggfs. sind entsprechende Sicherheits- und Umweltvorschriften zu beachten.

7.81 VALVO TRANSISTOREN
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BFQ 34

o

Kennwerte: bei SU =25 C
. ‘ <
Kollektor-Reststrom bei IE =0, UCB =15 V: ICB 0o - 100 A
Gleichstromverstirkung >
bei U,, =15V, I, = 75 mA: B = 25
CE C >
bei UCE =15V, IC = 150 mA: B = 25
Transit-Frequenz >
bei Uop = 15 V, I, = 75 mA: t = 3,5 (£ 3,0) GHz
. 2
bei Upp = 15 V, I, = 150 mAs £ = 4,0 (£ 3,5) GHz
Kollektorkapazitit <
bei UCB =15V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 2,0 (= 2,75) pF
Emitterkapazitidt
bei UEB =0,5V, IC =0, f =1 MHz: C, = 11 pF
Riickwirkungskapazitidt <
bei Upp = 15V, I, = 10 mA, f = 1 MHz: ~Cioe = 1,0 (= 1,35) pF
Kollektor-Gehiuse-Kapazitédt: CC/G = 2 pF
Erzielbare Leistungsverstirkung 1)
bei UCE =15V, IC = 120 mA, f = 500 MHz: Vp opt = 16,3 dB
Rauschzahl
bei UCE =15V, 1o =120 mA, f = 500 MHz: F = 8 dB
Ausgangsspannung
bei UCE =15V, IC = 120 mA, RL =75 Q
und -60 dB Intermodulationsabstand
mit £ = 795,25 MHz, Up = U0
f = 803,25 MHz, U = Uo - 6dB
fr = 805,25 MHz, Ur = U0 - 6dB 0
gemessen bei f(p+q—r) = 793,25 MHz: ) U0 = 1,2 A\
— 2,20F 2,2nF

________________ Upats

FXC-Drossel 5 uH
(3122 108 20153)

|_o Ausgang
75Q

Eingang
7%Q BFQ 34
2
D) _ Is21e| 249 240
- 2
popt (1_I511e12) (17|522el ) VE 710530
2) nach DIN 45 004 B
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BFQ 34

bei UCE = 7,5V

s - Parameter in Emitterschaltung,

Ausgangs—
Reflexions~
faktor

S92

Riickwérts-
tbertragungs-
faktor

%12¢e

Vorwdrts—-
Ubertragungs-
faktor

S21e

Eingangs-
Reflexions-
faktor

-

f11e

(MHZ)

Strom | Frequ.

I¢
(ma)

7.81
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s - Parameter in Emitterschaltung,

Ausgangs-
Reflexions-
faktor

S22e

Riickwérts-
Ubertragungs-
faktor

812¢

bei UCE =15 V

'Vorvarts-
Ubertragungs-
faktor

S21e

Eingangs-
Reflexions-
faktor

®11e

£

(MEz)

Ic

(ma)

Strom | Frequ.

7.81
243
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. VK 7300207 5 K 7300208
8T 11| T
bk tr EEEE
200 CE = ; UCE =15V
9, _=25°C . (GHz) fu =500 MHz
i P 9, =25°C
3 T
|
, : ; 4 -
AN
- 1 7
ot /'l
e pd
100
3
0
0 50 100 Ic (mA) 150 x 50 100 150 Ic(maA) 200
K 7300209 K 7300210
-20 TTTTT mnm T
Uce =15V Cc
f =1MH
dim U, =12V (pF) Ig=0
(dB) f(osq-r) = 793,25 MHz ] 3, = 25°C
nach DIN 45004)
N
-40 4
\
\
N N
.
-60 3 2 i
3
-805 00 I (mA) 150 % 5 10 15 Uea(V) 20
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30 VZ 7300806
Vp opt
Uce = 15V
Isaief? 165120mA
(d8) Yy =25°C
~N
20 \
\\
\‘
\\ ™y
NS
10
AMVp opt
\|521e|2
K 2
Bingangsimpedanz ' o2 0 1 (GH)
abgeleitet aus $14e
normiert auf 50 R, 1
bei UCE = 15V
Ic = 120 mA

o
&U = 256 °C

VALVO TRANSISTOREN 7.8]
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90°
Riickwirts— 120° 7284717
Ubertragungsfaktor 810e
bei UCE = 15V .
I, = 120 mA -
¢ o o
3y = 25 °C 150
+P
180° 0°
o
Vorwérts-— 90

728476

Ubertragungsfaktor 551e

bei UCE = 15 V
Ic = 120 mA
(]
L3 = 25 C
U 1505,
+P
1eo°[ 0°
Ausgangsimpedanz

abgeleitet aus 8950
normiert auf 50 Q,
bei UCE = 15V

I = 120 mA

C
8, = 25 °c : 1

7284715

;486] VALVO TRANSISTOREN



BFQ 51

SILIZIUM - PNP - PLANAR -~ EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitband- und Antennenverstérker

Mechanische Daten:

/ Stempelseite ‘

Gehduse: Kunststoff,
50T-37 Y Y
o ‘ - max
MaBangaben in mm.
0,24 i8 Y 4
max ,0 MAax |je—
1,2
51 max
min 68
‘ :7"'{2“ < max Stempelseite
< { O°)IC >
L) l:
* * 8,1
51 1,05 E min
min  max
| VF 720289
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 20
Kollektor-Emitter-Sperrspannung --UCE o = max. 15 Vv
Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz —Ic M = max. 35 mA
Gesamtverlustleistung bei &U é 60°¢C Ptot = max. 180 mW
Sperrschichttemperatur . SJ = max. 150 °C
Transit-Frequenz
bei -UCE =10V, I, =14 mA fT = 5 GHz
Erzielbare Leistungsverstidrkung
bei _UCE =10V, I, = 14 mA, f = 500 MHz Vp opt = 19,0 dB
Rauschzahl
bei _UCE =10V, -Ic =2 mA, £ = 500 MHz F = 2,7 dB
VALVO TRANSISTOREN 10.79
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)

Absolute Grenzwertes (giltig bis OJ max

Kollektor-Sperrspandung bei I = 03

Ko1lektor-Emitter-SperrspannuEg bei IB = 03
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0s
Kollektorstrom, Mittelwert:

Kollektorstrom, Scheitelwert, f > 1 MHz:
Gesamtverlustleistung bei 9 $60%: 1)
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

—UQB o = max.
—UCE ¢ = max.
-UEB o = max.
-Ic Ay = max.
—IC M = max.
Ptot = max.
eJ = max.
QS = min.
0S = max.
By g S

180
150

150

0,5

1) Transistor auf Glasfaser-Leiterplatte von 40 mm x 25 mm x 1 mm

Ptﬂ max

(mw)

150

100

100 9y (*C) 150

OQOQOQ% E E < <<

K/mW

10.79 VALVO TRANSISTOREN
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BFQ 51

Kennwerte: bei BJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom * <

bei IE = 0, —UCB =10 V: -ICB 0o = 50 nA
Gleighstromverstﬁrkung >

bei -UCE =10 V, -Ic = 14 mA: B &= 20
Transit-Frequenz

bei —UCE =10V, -IC = 14 mA, fH = 500 MHz: fT = 5 GHz
Kollektorkapazitidt

bei -UCB =10V, IE =0, f=1 MHz: Cc = 0,65 pF
Emitterkapazitét

bei _UEB = 0,5V, Ic =0, £f =1 MHz: Ce = 1,2 pF
Riickwirkungskapazitit

bei -UCE =10 V, Ic =0, f =1 MHz: 012e = 0,45 pF
Erzielbare Leistungsverstdrkung 1)

bei _UCE =10V, -IC = 13 mA

und f = 500 MHz, 0U = 25 C: Vi opt = 19,0 dB
Rauschzahl

bei -UCE =10 V, -Ic = 2omA, Rg = Bg opt

und f = 500 MHz, OU = 25 C: : F = 2,7 dB
1) v . = I:21e|2 : >

Por (1'|s11e| ) (1-|822e| )
VALVO TRANSISTOREN 10.79
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100

S0

25

75

20

HEN

fr

'UCE= 0V

(GHz)

fu=500MHz

9y = 25°C

50

25

15

20 -Ic (mA) 25

10

]
D

(pF)

05

10

=Ucg (V) 15

1079
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BFQ 52

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitband- und Antennenverstirker

Mechanische Datens

Gehduse: Metall, JEDEC T0-72,
18 A 4 DIN 41 876

Der AnschluBl s ist mit dem
Gehduse leitend verbunden.

Mafangaben in mm.
20,51
max
—
Fce—

S3max ¢ 127min
VX 720276

Kurzdaten: -
Kollektor-Sperrspannung —UCB o = max. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —UCE ¢ = max. 15 V
Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz -IC M = max. 35 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é 65°C Ptot = max. 150 mw
Sperrschichttemperatur sJ = max. 200 °C
Transit-Frequenz

bei -UcE =10V, -Ic = 14 mA fT = 5 GHz
Erzielbare Leistungsverstérkung

bei -UCE =10V, —IC = 14 mA, f = 500 MHz Vp opt = 17,0 dB
Rauschzahl

bei —UCE =10 V, -IC =2 mA, f = 500 MHz F = 2,7 dB

VALVO TRANSISTOREN 8.79
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Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 95 max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0z . -UCB o = max. 20 V
Kollektor—-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: -UCE o = max. 15 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: -UEB o = max. 2 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert: —IC AV = max. 25 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz: —IC M = max. 35 mA
Gesamtverlustleistung bei 9 < 65%: P, , =max. 150 mW
Sperrschichttemperatur: $J = max. 200 °C
Lagerungstemperatur: 88 = min. -65 °C
9g = max. 200 °C
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U < 0,9 K/mW
zwischen Sperrschicht und Gehduse: Riboe s 0,6 K/mW
200 7300363
Ptot max
(mW)
Ny
N
100
M
N
N
N
\‘
0
50 100 150 9y (c) 200
8.79 VALVO TRANSISTOREN
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Kennwerte: bei SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom

[[FaN

BFQ 52

bei IE = 0, —UCB = 10 V: —ICB 0 50 nA
Glei?hstromverstﬁrkung . N

bei ~Uop = 10 V, -I, = 14 mA: B = 50 (= 20)
Transit-Frequenz

bei -UCE =10V, -IC = 14 mA, fM = 500 MHz: fT = 5 GHz
Kollektorkapazitdt

bei —UCB 210 V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 0,85 pF
Emi tterkapazitat

bei HUEB =0,5YV, IC =0, f =1 MHz: Ce = 1,2 pF
Riickwirkungskapazitédt

bei -UCE =10 V, IC =0, £f =1 MHz: Cl2e = 0,5 pF
Erzielbare Leistungsverstiérkung 1)

bei _UCE =10V, -Ic = 14 mA

und £ = 500 MHz, 8 = 25°C: Vo opt 17,0 dB
Rauschzahl

bei -Up = 10 V, -I, = 2 ma, R =R ..

und £ = 500 MHz, 8, = 25°C: F = 2,7 dB
8 v |:21e|2 -

PoP (1-|s11e| ) (1-|s22e| )
VALVO TRANSISTOREN 8.79
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'Z 7300370
100 } } }
8 ~Ucg =10V
9 =25°C
75
-
50
25
0
0 10 20 -Ic (mA) 30
VZ 7300371
7.5 371
[TT1
f]‘ -UCE= v
(GHz) fm=500MHz
9 = 25°C
5,0 - el
25
0
0 5 10 15 20 -] (mA) 25
15 T 17300372
Cc :£=0
=1MHz
(pF) 9,225
10 -
05
0
S 15 -Ugg(V) 20

8.79
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BFQ 53

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXITAL - HF - TRANSISTOR

fiir Breitband- und Antennenverstirker

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC TO-72,
18 A 4 DIN 41 876

Der AnschluB s ist mit dem &
Gehduse leitend verbunden. <§§p
MaB8angaben in mm.

20,5
max

=¥
S3max 127::?14—

VX 720276
Kur;daten: .
Kollektor-Sperrspannung . UbB ¢ = mex. 20 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 15 Vv
Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz Ic M = max. 35 mA
Gesamtverlustleistung bei 8U é 65°C Ptot = max. 150 mW
Sperrschichttemperatur 8J = max. 200 °cC

Transit-Frequenz

bei UCE =10 V, IC = 14 mA fT = 5 GHz
Erzielbare Leistungsverstdrkung
bei UCE =10V, IC = 14 mA, f = 500 MHz Vp opt = 18,0 dB
Rauschzahl
bei U,. =10V, I =2 mA, f = 500 MHz F = 2,4 dB
CE 4 i ;
.VALVO TRANSISTOREN 8.79
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Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 85 max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 02 UCB o = max. 20 V
Kollektor—Emitter:Sperrspannung bei IB = 03 UCE o = max. 15 Vv
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 2 VvV
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Av = max. 25 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert, bei f > 1 MHz: IC M = max. 35 mA
Gesamtverlustleistung bei 6U é 65°C: Ptot = max. 150 ‘mW
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 200 °C
Lagerungstemperatur: &S = min. -65 °C
8g = max. 200 °C
Wdarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U < 0,9 K/mW
zwischen Sperrschicht und Gehduse: Rth G é 0,6 K/mW
200 27300363
Pto‘l max
(mW)
N
N
N
100
N
0
S0 100 10 9y (*c) 200
8.79 VALVO TRANSISTOREN
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Kennwerte: bei §_ = 2500, sofern nicht anders angegeben

5 =

Kollektor-Reststrom

WA

BFQ 53

bei IE = 0, UCB = 10‘V: CB 0 50 nA
Gleighstromverstarkung >

bei Ugp = 10 V, I, = 14 mA: B = 50 (= 25)
Transit-Frequenz

bei UCE =10V, IC = 14 mA, fM = 500 MHz: T = 5 GHz
Kollektorkapazitidt

bei UCB =10 vV, IE =0, f =1 MHz: c = 0,75 pF
Emitterkapazitat

bei UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz: e = 1,2 pF
Riickwirkungskapazitiat

bei Usp = 10 V, T = 0, £ = 1 MHz: 19e = 0,45 pF
Erzielbare Leistungsverstirkung 1)

bei UCE =10 V, IC = 14 mA

und f = 500 MHz, 9 = 25°C: Vo opt = 18,0 B
Rauschzahl

bei UCE =10V, IC = 2 mA, Rg = Rg opt

und f = 500 MHz, 9, = 25°C: F = 2,4 4B
Y V- |:21e|2 -

POPE (1] ®) (1-fsgeel®)
VALVO TRANSISTOREN 8.79
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75
50

25

78

fr
GHz)

50

25

(pF)

10

05

V2
111
Ucg= 10V
9 2 25°C
fassatuen=
5 0 15 20 1.(mA) 5
vZ 7. 7
[TT]
Uce= 10V
fm=500MHz
¥ = 25°C
et =T~
0 5 10 15 20 Ic (mA) 25
)74
[ 1]
le=0_|
f=1MHz
9 =25C
5 10 15 Ueg W) 20

8.79
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